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【57】申請專利範圍
1.　一種氧化鋅觸媒材料，其結晶型態為六角立方柱狀，其平均直徑約為 1μm，長度為 20至

30nm，比表面積為 4至 7m2 g-1。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之氧化鋅觸媒材料，其平均孔徑為 15至 25nm。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之氧化鋅觸媒材料，其單位孔洞體積為 0.02至 0.05cm3 g-1。

4.　一種四環黴素之降解方法，包含於一待處理溶液投入請求項 1所述之氧化鋅觸媒材料以
及過硫酸鹽類，以超音波處理該待處理溶液。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之方法，其中該過硫酸鹽類包含過硫酸鈉或過硫酸銨。
6.　如申請專利範圍第 4項所述之方法，其中該待處理溶液中四環黴素濃度介於 2至 8ppm。
7.　如申請專利範圍第 4項所述之方法，其中該待處理溶液中投入氧化鋅觸媒 0.1至 0.4g

L-1。

8.　如申請專利範圍第 4項所述之方法，其中該待處理溶液中過硫酸鈉濃度為 0.05至 0.20g
L-1。

9.　如申請專利範圍第 4項所述之方法，其中該待處理溶液之酸鹼值為 pH 5.0至 pH 9.0。
圖式簡單說明

圖 1A是氧化鋅材料之電子顯微鏡影像圖。圖 1B是氧化鋅材料之粒徑分布圖。
圖 2A是氧化鋅材料合成後之元素分析分佈圖。圖 2B是氧化鋅材料使用後之元素分析分

佈圖。

圖 3是氧化鋅材料之晶格分佈分析圖。
圖 4是比較多種除去技術對於羥四環黴素之除去性能比較。
圖 5是使用超音波催化氧化及觸媒材料對於不同污染物濃度之汙染物除去效果圖。
圖 6是使用超音波催化氧化及觸媒材料對於不同總量氧化鋅材料之汙染物除去效果圖。
圖 7是使用超音波催化氧化及觸媒材料對於氧化劑投入量之汙染物除去效果圖。
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圖 8是使用超音波催化氧化及觸媒材料對於酸鹼值之汙染物除去效果圖。
圖 9是使用超音波催化氧化及觸媒材料對於初始溫度之汙染物除去效果圖。
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